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(57) 요약

유기발광디스플레이에 관해 기술한다. 유기발광디스플레이는: 기판에 배열되는 각 화소마다 마련되는 OLED; 스토리지 커

패시터가 있는 제1영역 및 복수의 TFT가 있는 제2영역을 포함하는 회로부; 복수의 절연층을 가지는 것으로, 상기 커패시

터의 양 전극 사이에 위치하는 부분과 상기 TFT 등을 덮는 부분을 가지는 ILD층;을 구비하며, 상기 ILD층의 적어도 하나

의 절연층에 하부의 다른 절연층이 노출되는 윈도우가 형성되어 상기 제1영역에서 상기 ILD층의 두께가 제2영역에 비해

얇은 두께를 가진다. 본 발명에 따르면 적어도 2 층의 절연층으로 된 ILD층을 사용하고 그리고 스토리지 커패시터의 영역

에서는 일부 층이 제거됨으로써 스토리지 커패시터의 용량의 증대에 따른 스토리지 커패시터의 차지 면적의 감소가 가능

하며 발광영역의 면적을 확대할 수 있다.

대표도

도 2

특허청구의 범위
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청구항 1.

기판에 배열되는 각 화소마다 마련되는 OLED;

복수의 TFT 및 스토리지 커패시터를 포함하는 회로부;

복수의 절연층을 가지는 것으로, 상기 커패시터의 양 전극 사이에 위치하는 제1영역과 상기 TFT 등을 덮는 제2영역을 가

지는 ILD층;을 구비하며,

상기 ILD층의 적어도 하나의 절연층에 하부의 다른 절연층의 노출되는 윈도우가 형성되어 상기 제1영역에서 상기 ILD층

의 두께가 제2영역에 비해 얇은 두께를 가지는 것을 특징으로 하는 유기발광디스플레이.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 기판은 유리 기판과 플라스틱 기판 중의 어느 하나의 기판인 것을 특징으로 하는 유기발광 디스플레이.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 복수의 절연층들은 서로 다른 물질로 형성된 것을 특징으로 하는 유기발광 디스플레이.

청구항 4.

제 1 항 내지 제 3 항 중의 어느 한 항에 있어서,

상기 ILD층은 제1절연층과 제2절연층을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기발광 디스플레이.

청구항 5.

제 4 항에 있어서,

상기 제1절연층과 제2절연층은 각각 SiO2, SiNx, PA(Photo Acrylic), BCB(Benzocyclobutene)으로 이루어지는 그룹에

서 선택된 서로 다른 어느 하나의 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 유기발광 디스플레이.

청구항 6.

제 1 항에 있어서,

상기 절연층들은 SiO2, SiNx, PA(Photo Acrylic), BCB(Benzocyclobutene)으로 이루어지는 그룹에서 선택된 서로 다른

어느 하나의 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 유기발광 디스플레이.

청구항 7.
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화소마다 마련되는 OLED, 복수의 TFT 및 스토리지 커패시터를 포함하는 유기발광디스플레이를 제조하는 방법에 있어

서,

기판 상에 스위칭 트랜지스터와 드라이빙 트랜지스터의 활성층을 형성하는 단계;

상기 활성층을 포함하여 상기 기판 위에 절연층을 형성하는 단계;

상기 절연층 위에 금속층을 형성한 후 이를 패터닝하여 상기 각 활성층에 대응하는 게이트와 상기 커패시터의 하부 전극을

형성하는 단계;

상기 게이트에 덮이지 않은 상기 활성층 양측 부분에 불순물을 주입하여 각 활성층 양측에 소스와 드레인을 형성하는 단

계;

상기 게이트와 하부 전극 위에 복수의 절연층에 의해 ILD층을 형성하는 단계;

상기 게이트와 소스, 드레인, 커패시터의 하부전극 위에 상기 ILD층에서 적어도 최하부의 절연층을 제외하고 나머지 절연

층을 에칭하여 콘택홀을 형성하는 단계;

상기 커패시터위의 절연층위에 보호층을 형성한 후 나머지 부분의 콘택홀을 형성하는 단계; 그리고

상기 게이트 및 상기 ILD층 위에 금속층을 형성한 후 이를 패터닝하여 상기 활성층의 각 소스와 드레인들에 연결되는 전극

들 및 상기 커패시터의 하부 전극에 대응하는 상부 전극을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기발광 디스

플레이의 제조방법.

청구항 8.

제 7 항에 있어서,

상기 기판은 유리 기판과 플라스틱 기판 중의 어느 하나의 기판인 것을 특징으로 하는 유기발광 디스플레이.

청구항 9.

제 7 항에 있어서,

상기 복수의 절연층들은 서로 다른 물질로 형성된 것을 특징으로 하는 유기발광 디스플레이.

청구항 10.

제 7 항 내지 제 9 항 중의 어느 한 항에 있어서,

상기 ILD층은 제1절연층과 제2절연층을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기발광 디스플레이.

청구항 11.

제 10 항에 있어서,

상기 제1절연층과 제2절연층은 각각 SiO2, SiNx, PA(Photo Acrylic), BCB(Benzocyclobutene)으로 이루어지는 그룹에

서 선택된 서로 다른 어느 하나의 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 유기발광 디스플레이.
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청구항 12.

제 7 항에 있어서,

상기 절연층들은 SiO2, SiNx, PA(Photo Acrylic), BCB(Benzocyclobutene)으로 이루어지는 그룹에서 선택된 서로 다른

어느 하나의 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 유기발광 디스플레이.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 TFT 유기발광 디스플레이 및 그 제조방법{TFT organic light emitting display and Fabrication method

thereof}에 관한 것이다.

유기 발광 다이오드(OLED)를 이용하는 능동형 컬러 화상 표시 장치는 각 화소가 아날로그 화상 신호를 샘플링하는 스위

칭(샘플링) 트랜지스터, 화상 신호를 유지하는 저장 커패시터(storage capacitor) 및, 저장 커패시터에 축적된 화상 신호

전압에 따라 OLED에 공급되는 전류를 제어하는 구동(드라이빙) 트랜지스터를 구비한다.

이러한 구조의 유기발광 디스플레이의 각 화소는 트랜지스터들이 배치되는 영역, 상기 스토리지 커패시터가 위치하는 영

역 및 유기발광소자가 형성되는 영역으로 나뉜다.

이러한 유기발광 디스플레이의 다양한 과제 중 하나는 단위 화소에서의 유기발광소자의 면적을 확대하여 디스플레이의 발

광 휘도를 높이는 것이다. 320*240 의 해상도를 가지는 2 인치 QVGA(Quater Video Graphic Adapter) 유기발광 디스플

레이의 경우 한 서브픽셀의 면적이 51 ㎛× 153㎛ 정도이다. 유기발광소자의 면적을 높여 발광휘도를 높이기 위해서는 다

른 영역의 축소가 필요하다. 상기 스토리지 커패시터의 경우는 전극 간의 갭 좁힘이나 유전율이 높은 물질의 사용 등에 의

해 용량의 확대가 가능하기 때문에 물리적 구조의 변경에 의해 차지 면적을 감소시킬 수 있다.

그러나, 유기발광 디스플레이에서의 스토리지 커패시터는 상기 트랜지스터들이 제조되는 과정에서 같이 얻어지는 것이기

때문에 트랜지스터들을 이루는 구성요소의 구조 및 물질에 제약을 받는다. 스토리지 커패시터의 유전물질층은 TFT의 게

이트 위에 형성되는 ILD(Interlayer dielectric)와 동일 물질층이다. 종래의 유기발광 디스플레이는 단일층 구조의 ILD를

포함하며 이 ILD 층의 두께는 게이트와 그 위에 형성되는 금속층과의 전기적 절연이 유지되어야 하기 때문에 ILD 층의 두

께 감소는 한계가 있다. 일반적으로 QVGA 유기발광 디스플레이의 스토리지 커패시터는 약 1 pF 정도의 용량을 필요로 하

며, 따라서 아무리 ILD층의 두께를 얇게 하더라도 위의 용량은 유지되어야 한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 제한된 크기의 화소 영역 내에서 스토리지 커패시터의 차지 면적이 효과적으로 감소한 유기발광 디스플

레이 및 이의 제조방법을 제공하는 것이다.

따라서 본 발명의 다른 목적은 발광 면적이 증대된 유기발광디스플레이 및 이의 제조방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성

본 발명에 따른 유기발광디스플레이는:

각 화소마다 마련되는 OLED;
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복수의 TFT 및 스토리지 커패시터를 포함하는 회로부;

복수의 절연층을 가지는 것으로, 상기 커패시터의 양 전극 사이에 위치하는 제1영역과 상기 TFT 등을 덮는 제2영역을 가

지는 ILD층;을 구비하며,

상기 ILD층의 적어도 하나의 절연층에 하부의 다른 절연층의 노출되는 개구부가 형성되어 상기 제1영역에서 상기 ILD층

의 두께가 제2영역에 비해 얇은 두께를 가진다.

본 발명에 따라, 화소마다 마련되는 OLED, 복수의 TFT 및 스토리지 커패시터를 포함하는 유기발광디스플레이를 제조하

는 방법은:

기판 상에 다결정 실리콘을 형성하는 단계;

상기 다결정 실리콘을 패터닝하여 유기발광 디스플레이의 스위칭 트랜지스터와 드라이빙 트랜지스터의 활성층을 형성하

는 단계;

상기 활성층이 형성되어 있는 상기 기판 위에 절연층을 형성하는 단계;

상기 절연층 위에 금속층을 형성한 후 이를 패터닝하여 상기 각 활성층에 대응하는 게이트와 상기 커패시터의 하부 전극을

형성하는 단계;

상기 게이트에 덮이지 않은 상기 활성층 양측 부분에 불순물을 주입하여 각 활성층 양측에 소스와 드레인을 형성하는 단

계;

상기 트랜지스터들과 하부 전극 위에 복수의 절연층에 의해 ILD층을 형성하는 단계;

상기 ILD층에서 적어도 최하부의 절연층을 제외한 그 상부의 절연층에 상기 하부 전극과 상기 트랜지스터의 소스와 드레

인에 대응하는 관통공을 형성하는 단계;

상기 활성층의 소스와 드레인에 대응하는 콘택홀을 형성하는 단계; 그리고

상기 게이트 및 상기 ILD층 위에 금속층을 형성한 후 이를 패터닝하여 상기 활성층의 각 소스와 드레인들에 연결되는 금속

전극들 및 상기 커패시터의 하부 전극에 대응하는 상부 전극을 형성하는 단계;를 포함한다.

이하 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명에 따른 유기발광디스플레이 및 그 제조방법에 대해 살펴본다.

도 1은 본 발명에 따른 디스플레이 장치의 개략적 구조를 보이는 등가 회로도이며, 도 2는 각 화소의 레이아웃을 보인다.

첨부된 도면과 함께 설명되는 유기발광디스플레이의 특정한 구조는 본 발명의 실시예로서 본 발명의 기술적 범위를 제한

하지 않고, 이러한 본 발명은 발명의 기술적 사상 내에서 다양하게 실시될 수 있다.

디스플레이 소자(1)는 유리 또는 플라스틱 기판을 기본 기판으로 이용한다.

다수 나란한 X 라인(Xs)과 역시 다수 나란한 Y 라인(Ys)이 상호 직교하는 방향으로 배치되어 매트릭스 구조를 형성한다.

Z 라인(Zd)은 상기 Y 라인(Ys)에 소정간격을 두고 이와 나란하게 배치된다. 상기 X 라인(Xs)과 Y 라인(Yd) 및 Z 라인(Zd)

들에 의해 에워 쌓인 영역에 각 화소가 마련된다.

상기 X 라인(Xs)은 수직주사신호가 인가되는 주사 라인이며, Y 라인(Ys)은 영상신호인 수평구동신호가 인가되는 데이터

라인이다. 상기 X 라인(Xs)은 수직주사회로에 연결되며, Y 라인(Ys)은 수평구동회로에 연결된다. 상기 Z 라인(Zd)은

OLED 작동을 위한 전원 회로(Power Circuit)에 연결된다.

각 화소는 2 개의 트랜지스터(Q1, Q2)와 하나의 스토리지 커패시터(Cst)를 구비한다. 각 화소에서 X 라인(Xs)와 Y 라인

(Ys)에 스위칭 트랜지스터(Q1)의 게이트와 소스가 연결되고 드레인은 드라이빙 트랜지스터(Q2)의 게이트에 접속된다. 상
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기 스위칭 트랜지스터(Q1)의 작동에 의해 인가되는 전하를 축적하여 각 화소별 정보를 저장하는 스토리지 커패시터(Cst)

는 드라이빙 트랜지스터(Q2)의 게이트와 소스에 병렬 접속된다. 드라이빙 트랜지스터(Q2)의 드레인은 OLED의 애노드가

연결된다. 그리고 OLED의 캐소드(K)는 전체 화소가 공유하는 공통 전극에 해당한다.

구체적으로, 도 2를 참조하면, 도 2의 상하에 데이터 라인인 Y 라인(Ys)과 Vdd 라인인 Z 라인(Zd)이 나란하게 배치되고

이에 직교하는 방향으로 주사라인인 X 라인(Xs)이 배치된다. X 라인(Xs)과 Y 라인(Ys) 교차부분에 스위칭 트랜지스터

(Q1)가 위치하고, X 라인(Xs)과 Z 라인(Zd)의 교차부 가까이에는 드라이빙 트랜지스터(Q2)가 배치된다. 스위칭 트랜지스

터(Q1)와 드라이빙 트랜지스터(Q2)의 사이에는 스토리지 커패시터(Cst)가 배치된다. 상기 스토리지 커패시터(Cst)의 일

측 전극(Cst-b)은 상기 Z 라인(Zd)으로 부터 연장되는 부분이며, 타측 전극(Cst-a)은 스위칭 트랜지스터(Q1)의 드레인

(Q1d)과 드라이빙 트랜지스터(Q2)의 게이트(Q2g)에 배선층(S1)에 의해 연결된다. 스위칭 트랜지스터(Q1)의 게이트

(Q1g)는 S 라인(Xs)으로 부터 연장되는 부분이다.

도 3은 도 2의 A - A' 선 단면, 즉 스토리지 커패시터(Cst)와 드라이빙 트랜지스터(Q2)의 횡단면을 보인다. 도 3을 참조하

면, 기판(11)에 SiO2 또는 SiON 등의 절연 물질로 된 버퍼층(12)이 형성되고, 이 위에 스토리지 커패시터(Cst)와 드라이빙

트랜지스터(Q2)가 형성된다. 드라이빙 트랜지스터(Q2)는 버퍼층(12)위에 형성되는 소스(Q2s), 및 드레인(Q2d)을 포함하

는 다결정 실리콘(p-Si) 층과 그 위의 SiO2 등에 의한 게이트 절연층(13) 및 게이트(Q2g)를 구비한다. 드라이빙트랜지스

터(Q2) 위에는 SiO2 및 SiNx 등에 의한 제1절연층(14a) 및 제2절연층(14b)에 의한 ILD층(Interlayer Dielectric Layer,

14)이 형성되어 있다. ILD 층(14)에는 상기 다결정 실리콘층(p-Si)의 소스 및 드레인으로 통하는 비아홀(14s, 14d)이형성

되어 있고 이 위에 금속성 소스 전극(Q2se) 및 드레인 전극(Q2de)이 형성되어 있다.

한편, 스토리지 커패시터(Cst)는 상기 게이트(Q2g)와 동일물질로 동시에 형성되는 하부 전극(Cst-a) 및 상부 전극(Cst-b)

및 이 사이의 ILD층(14)을 포함한다. 상기 상하부 전극 사이에서 ILD층(14)은, 본 발명의 특징에 따라 상기 드라이빙 트랜

지스터 위에 비해 얇은 두께를 가진다. 즉, 본 발명은 트랜지스터(Q2)에서는 ILD층(14)이 전기적 절연을 위한 필요한 충분

한 두께를 가지며 상기 스토리지 커패시터(Cst)에서는 ILD층(14)의 두께가 다른 부위에 비해 얇은 두께를 가짐으로써 축

적 용량이 증가하게 된다. 본 발명은 스토리지 커패시터에서의 유전층의 두께를 얇게 함으로써 스토리지 커패시터의 용량

을 키워 스토리지 커패시터의 차지 면적을 줄이고 이로써 하나의 화소에서의 EL 발광영역을 확대할 수 있다. 그리고, 드라

이빙 트랜지스터 및 스위칭 트랜지스터의 영역에서는 ILD 층(14)의 두께를 필요한 만큼 두껍게 함으로써 전기적 절연성을

확보한다. 이를 위하여 본 발명은 드라이빙 트랜지스터 및 스위칭 트랜지스터의 실리콘(p-Si) 위에 2 층 또는 그 이상의 적

층을 가지는 ILD층(14)을 형성하고 스토리지 커패시터 영역에서는 일부 층, 본 실시예에는 상부 절연층(14b)에 콘택홀

(14b')을 형성함으로써 상하부의 전극(Cst-b, Cst-a) 사이의 간격이 좁게 되도록 한다. 따라서 이러한 구조의 ILD층(14)

을 형성하기 위해서는 상하 절연층(14b, 14a)이 서로 다른 물질로 형성되어 특정 에칭 조건에 대해 선택성을 가지는 것이

필요하다.

한편, 상기 스토리지 커패시터(Cst)와 드라이빙 트랜지스터(Q2)의 위에는 절연층(16)이 형성되고 여기에 상기 드라이빙

트랜지스터(Q2)의 드레인 전극(Q2de) 등 전기적 요소에 대응하는 비아홀(15')이 형성되어 있다. 비아홀(15') 위쪽에는

ITO 등의 투명성 도전물질로 된 애노드(Anode)가 형성되어 있고 이의 일측에는 절연물질로 된 뱅크(BANK)가 형성되어

있다. 상기 애노드(Anode)와 뱅크(Bank) 위에는 공지의 정공수송층, 발광층, 전자수송층 등을 포함하는 OLED 가 형성되

고 그 위에 금속성 캐소드(cathode)가 형성되어 있고 캐소드(cathode) 위에는 캐소드(cathode)를 보호하는 패시베이션층

(17)이 형성되어 있다. 위의 설명에서는 스위칭 트랜지스터에 대해서설명되지 않았으나 스위칭 트랜지스터는 드라이빙 트

랜지스터와 동시에 제작되고 실리콘, 게이트 절연층, 게이트, ILD 층, 소스 전극 및 드레인 전극들 각각이 동일 물질에 의

해 동시에 형성된다.

전술한 구조의 전계발광 디스플레이의 레이아웃은 실현가능한 본 발명의 구체적인 한 예로서 이러한 레이아웃 및 이의 수

정은 본 발명의 기술적 범위를 제한하지 않는다.

도 4a 내지 도 4f는 상기와 같은 본 발명에 따른 전계발광 디스플레이의 제조방법을 보이는 공정도로서, 각 도의 위쪽은 단

위 화소 전체의 레이아웃을 보이며, 아래의 도면은 도 4a의 위쪽 도면에서 A-B 선 단면도로서 스토리지 커패시터와 드라

이빙 트랜지스터가 형성되는 부분의 단면도이다.

도 4a에 도시된 바와 같이, 유리 또는 플라스틱 기판(11)에 공지의 방법에 의해 다결정 실리콘(p-Si)을 형성한 후, 포토레

지스트 마스크(PR)를 이용하여 소스 및 드라이빙 트랜지스터의 활성층을 위한 실리콘 아일랜드를 형성한다. 다결정 실리

콘은 비정질 실리콘의 형성 및 이의 결정화 과정을 통해서 얻는다. 상기 포토레이스트 마스크(PR) 및 후에 설명되는 다른

포토 레지스트 마스크는 다음 공정으로 넘어가기 전에 먼저 스트립(strip) 된다.
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도 4b에 도시된 바와 같이 상기 실리콘 아일랜드가 형성되는 기판 위에 게이트 절연층(SiO2) 및 게이트 물질로 AlNd 합금

을 순차적으로 증착한 후 마스크(PR)를 이용해 패터닝한다. 이 과정에서 스위칭 트랜지스터 및 드라이빙 트랜지스터의 게

이트(Q1g, Q2g) 및 스토리지 커패시터의 하부 전극(Cst-a) 가 얻어진다. 여기에서 스위칭 트랜지스터(Q1)의 게이트

(Q1g)는 스캔 라인(Xs)과 함께 형성되며 스캔 라인(X)의 일부이다. 이와 같이 게이트가 패터닝된 후 게이트에 덮이지 않

은 실리콘 아일랜드의 노출부분에 대해 불순물을 주입하고 열처리에 의해 도핑영역을 활성화한다.

도 4c에 도시된 바와 같이 상기 기판 위에 전면적으로 제1절연층(14a) 및제2절연층(14b)를 형성하여 ILD층(14)을 얻는

다. 상기 제1절연층(14a, 14b)은 소정의 에칭조건에 대해 선택성을 가진 서로 다른 물질로 형성된다.

여기에서 사용될 수 있는 물질은 SiO2, SiNx, PA(PhotoAcryl), BCB(Benzocyclobutene) 등으로 이들 중에서 제1절연층

(14a) 및 제2절연층(14b)의 물질이 선택된다. 상기 ILD층(14)은 둘 이상의 다른 절연층으로 형성될 수 있다.

도 4d에 도시된 바와 같이, 상기 제2절연층(14b)에서 상기 아일랜드의 소스, 드레인 그리고 위치를 달리하는 트랜지스터

들과 커패시터의 전기적 연결을 위한 콘택홀(14')을 형성한다. 이때에 건식 식각법을 이용함이 바람직하다. 이때에 상기

ILD층(14)이 셋 이상의 절연층으로 이루어지는 경우 상기 윈도우는 위로부터 2 개 또는 그 이상의 절연층에 관통 형성될

수 있으며, 어떠한 경우라도 최소한 스토리지 커패시터의 하부 전극에 직접 접촉되는 제1절연층(14a)은 에칭되지 않고 원

래의 상태를 유지한다.

도 4e에 도시된 바와 같이, 상기 스토리지 커패시터 영역의 윈도우(14")을 덮는 보호층(15)을 형성한 후 상기 비아홀(14')

하부의 제1절연층(14a)을 식각하여 실리콘 아일랜드의 소스와 드레인의 표면을 일부 노출 시킨다.

도 4f에 도시된 바와 같이, 상기 보호층(15)을 제거한 후 상기 윈도우(14") 위에 스토리지 커패시터(Cst)의 상부 전극(Cst-

b)과 트랜지스터의 소스 전극(Q1s, Q2s) 및 드레인 전극(Q1d, Q2d)을 형성한다. 이 공정은 일반적으로 알려진 AlNd 등

의 금속층의 형성 및 금속층의 패터닝에 의해 이루어 진다.

도 4g에 도시된 바와 같이, 상기 기판(11)의 전체 위에 절연층(16)을 형성한 후 상기 드라이빙 트랜지스터(Q2)의 드레인

전극(Q2d)으로 통하는 비아홀(16')을 형성한다.

도 4h에 도시된 바와 같이, 상기 절연층(16)의 비아홀(16') 위에 ITO 등의 투명 도전성 물질로 애노드(anode)를 형성한다.

역시 여기에는 애노드 물질의 증착 및 이의 패터닝 과정이 수반된다.

도 4i에 도시된 바와 같이, 상기 애노드(anode)가 형성되지 않은 절연층(16)의 일측에 절연물질 예를 들어 PA로 뱅크를 형

성한 후 일반적인 공정을 통해 도 1 내지 도 3에 도시된 형태의 본 발명에 따른 유기발광디스플레이를 완성한다.

위에서 설명된 제조방법은 본 발명에 따라 제조된 단결정 실리콘필름을 이용하여 TFT를 제조하는 일례로서 다양한 변경

이 가능하다. 특히 본 발명의 유기발광디스플레이소자 및 이의 제조방법에 이용되는 물질은 유기발광디스플레이의 제조에

사용되는 일반적인 물질이 사용되며 따라서 이러한 물질의 종류에 의해 본 발명의 기술적 범위가 제한되지 않는다.

발명의 효과

상기와 같은 본 발명에 따르면 적어도 2 층의 절연층으로 된 ILD층을 사용하고 그리고 스토리지 커패시터의 영역에서는

일부 층이 제거됨으로써 스토리지 커패시터의 용량의 증대에 따른 스토리지 커패시터의 차지 면적의 감소가 가능하다. 이

와 같이 스토리지 커패시터의 차지면적의 감소에 더하여 스토리지 커패시터 외의 다른 영역에서는 ILD 층이 인접한 상하

적층 간의 전기적 절연에 필요한 충분한 두께를 가질 수 있다.

이러한 본 발명에 따르면 한정된 화소영역에서 스토리지 커패시터의 차지면적으로 줄이고 반면에 OLED 가 차지하는 면적

을 증대시킬 수 있다. 따라서 본 발명에 따르면 종래에 비해 화소별 OLED의 차지면적이 등대하므로 휘도가 증대한다.

이러한 본 발명은 기판 재료로 플라스틱이 이용되는 유기발광디스플레이에 적용되기에 적합하다.
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이러한 본원 발명의 이해를 돕기 위하여 몇몇의 모범적인 실시예가 설명되고 첨부된 도면에 도시되었으나, 이러한 실시예

들은 단지 넓은 발명을 예시하고 이를 제한하지 않는다는 점이 이해되어야 할 것이며, 그리고 본 발명은 도시되고 설명된

구조와 배열에 국한되지 않는다는 점이 이해되어야 할 것이며, 이는 다양한 다른 수정이 당 분야에서 통상의 지식을 가진

자에게 일어날 수 있기 때문이다.

도면의 간단한 설명

도 1는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기발광디스플레이의 등가회로도이다.

도 2는 도 1에 도시된 본 발명에 따른 디스플레이의 한 화소의 레이아웃을 보인다.

도 3은 본 발명에 따른 디스플레이를 보이는 도 2의 A - A' 선 단면도이다.

도 4a 내지 도 4i는 본 발명에 따른 유기발광디스플레이의 반도체 회로부의 제조공정도이다.

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4a
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도면4b
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도면4c
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도면4d
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도면4e
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도면4f
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도면4g

공개특허 10-2007-0076860

- 16 -



도면4h
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도면4i
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专利名称(译) 有机发光显示器及其制造方法

公开(公告)号 KR1020070076860A 公开(公告)日 2007-07-25

申请号 KR1020060006270 申请日 2006-01-20
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当前申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

[标]发明人 JUNG JI SIM
정지심
KWON JANG YEON
권장연
KIM JONG MAN
김종만
PARK KYUNG BAE
박경배
TAKASHI NOGUCHI
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김종만
박경배
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IPC分类号 H05B33/00 H05B33/10

CPC分类号 H01L27/3244 H01L27/13 H01L27/3265 H01L27/1214 H01L27/1255

外部链接 Espacenet

摘要(译)

它描述了有机发光显示器。有机发光显示器：电路和层间介电层，其包
括在基板中布置的每个像素布置的包括OLED的部分，并且包括第一区
域。并且下部的另一绝缘层的暴露窗口形成在层间介电层的至少一个绝
缘层中，并且层间介电层的厚度与第一区域中的第二部分相比具有薄的
厚度。对于第一区域，它具有存储电容器，而第二区域具有多个TFT。
具有该部分的层间介电层具有覆盖部分和TFT等。位于电容器的电极之
间的量的多个绝缘层。根据本发明，使用存储电容器的占用面积随着存
储电容器的容量的增加而减小，该层间电介质层由绝缘层构成，并且部
分层从存储区域烧制。可以实现至少2层的电容器。并且可以扩大发光区
域的面积。 OLED，多晶，存储，电容，TFT。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6251c1a7-b01e-4ba9-b701-dd1e06442e8b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038321172/publication/KR20070076860A?q=KR20070076860A

